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透明太陽電池は可視光を透過し，紫外光のみ吸収するため，窓ガラス等に用いられる建材一体

型太陽電池として期待されている．この透明太陽電池の実用化のためには、大面積かつ低コスト

で作製可能なワイドバンドギャップ材料が不可欠である．最近我々は，ZnOと InNの擬 2元系混

晶である新材料 ZnInONを開発し、該材料が i)1.7 -3.3 eVの範囲で変調可能なバンドギャップ、ii)

高い光吸収係数（10
5
cm

-1）を有することを見出した [1-3]．また，室温スパッタリング成膜により

原子レベルで平坦な単結晶 ZnInON膜を形成することに成功している．本講演では，3.1 eVのバ

ンドギャップを有する ZnInONを i層に用いた pin型透明太陽電池を作製したので報告する． 

p型 GaNテンプレート基板上に， ZnInON層と n型 ZnO:Al (AZO) 層を順に積層した．ZnInON

層，AZO 層ともに， RF マグネトロンスパッタ法により室温にて形成している．ZnInON 層およ

び AZO 層の膜厚はそれぞれ 300 nm，70 nm とした．ZnInON 層の化学組成比は(ZnO)0.97(InN)0.03

とした．比較のため，i層として ZnOを 300 nm形成した太陽電池(ZnO太陽電池)を作製した． 

図 1(a)に，疑似太陽光(100 mW/cm
2
)を照射したときの J-V特性を示す．ZnInONを i層に用いた

太陽電池(ZnInON 太陽電池)は，開放電圧，短絡電流と

もに ZnO 太陽電池に比べ高い値を示していた．また，

入射光強度を 3.2 mW/cm
2まで下げたところ，ZnInON太

陽電池では開放電圧が 1.68 V まで増加した一方，ZnO

太陽電池では発電が確認されなかった(図 1(b))．以上の

結果は，ZnInON が透明太陽電池の発電層として有望な

材料であることを示している．一方，X線回折解析によ

りZnInON層の転位密度は約 7×10
10

 cm
-2と比較的高いこ

とが分かっており，入射光強度の増加により開放電圧が

減少したのは，転位等の結晶欠陥に起因するリーク電流

が増大したためと考えられる．ZnInON の結晶性を改善

することで，今後，大きな開放電圧を有する太陽電池が

実現するものと期待される． 
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Fig.1 J-V characteristics and power 

density of solar cells (a) under 100 

mW/cm
2 

and (b) under 3.2 mW/cm
2
 

irradiation.  
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